2.1.1.9.
UCAG4132N, UCY74132N

Monaolityczny ukfad scalony UCA64132N  lub
UCY74132N zawiera cztery dwuwejsciowe bramki
I-NIE z przerzutnikiem Schmitta.

Tranzystor Tl dziata jak zesp6t dwu diod reprezentu-
jacych zlacza emitery —baza, poniewaz zlgcze
baza —kolektor tego tranzystora jest zwarte (ze
wzgledu na dopasowanie poziomoéw napie¢ i dazenie
do zmniejszenia progu przetaczenia na wejsciu prze-
rzutnika Schmitta).

Tranzystory T5 i T6 pracujg w uktadzie przerzutnika

Czterokrotne dwuwejsciowe bramki

I-NIE z przerzutnikiem Schmitta:

Schmitta, natomiast tranzystory 77, T3 i T4 stanowig
standardowy stopien wyjsciowy podstawowej bramki
I-NIE. Tranzystor 77 i dioda D2 wprowadzajg prze-
suniecie poziomu napie¢ wyjsciowych przerzutnika
Schmitta do poziomu wejsciowego stopnia wyjscio-
Wego.

Jezeli na jednym lub na obu wejsciach bramki wystapi
stan niski (0), to tranzystor T5 bedzie odciety, nato-
miast w stanie przewodzenia z nasyceniem bedzie
tranzystor 77 W tej sytuacji napiecie na kolektorze



tranzystora T6 bedzie mniejsze od 2 V i odciete sg
tranzystory 72 i T4. Tranzystor T3 pracuje jako wtor-
nik emiterowy i ustala na wyjsciu stan wysoki (1).
Jezeli natomiast na obu wejsciach bramki wystapi
stan wysoki (1), to ztgcza emiter— baza tranzystora
77 beda spolaryzowane zaporowo, prad ptynacy
przez rezystor R1 spowoduje przewodzenie z nasyce-
niem tranzystora T5 i odciecie tranzystora T6. Frad
ptynacy przez rezystor R3 i zlgcze baza — emiter
tranzystora 77 spowoduje przewodzenie z nasyce-
niem tranzystorow T2 i T4. Na wyjsciu bramki wysta-
pi stan niski (0).

Wartosci dopuszczalne parametrow

Woprowadzenie przerzutnika Schmitta do bramki
I-NIE powoduje przesuniecie wejsciowych napiec
przetaczania odpowiednio: dla napiecia narastajgcego
UT+ w zakresie 1,4-4-2 V oraz dla napiecia opadaja-
cego UT. w zakresie 0,7-*-I,1 V.

Dzieki wystepujacej histerezie napie¢ wejsciowych,
bramki ukfadu UCA64132N lub  UVY74132N
znajduja zastosowanie w obwodach ksztattowania
przebiegébw impulsowych.

Uktady UCAB4132N i UCY74132N sa produkowa-
ne w obudowach plastykowych A49B(CE70).

Parametry Wartos¢ )
) Jednostki
Nazwa Symbol min max
Napiecie zasilania Ucc 7 \
Napiecie wejsciowe U, 55 \%
Ujemny prad wejsciowy -1, 12 mA
Zakres temperatury przechowywania *te -55 125 °C
Zalecane warunki pracy
Parametr Warto$¢
y . Jednostki
Nazwa Symbol min nom max
Napiecie zasilania Ucc 4,75 5,0 5,25 \
w stanie niskim nli 10
Obcigzalnos¢
w stanie wysokim Nm 20 s.0.l.
Obcigzenie wnoszone przez wejscie 1
UCA64132N -40 85
Zakres temperatury oto- o
czenia fmb c
UCYT74132N 0 70
Parametry dynamiczne przy Ucé = 5 V, t.nb- 25°C
Parametry Wartos¢ Jedno- Warunki Uktad
stki pomiaru pomia-
Nazwa Symbol  typ max rowy
Czas propagacji sygnatu do stanu
niskiego na wyjsciu tfHL 5 30 R1i. 400 Q L
ns :
. C1 = 15 pF
Czas propagacji sygnatu do stanu trut 18 35

wysokiego na wyjsciu



Parametry statyczne

(Jezeli nie podano inaczej — w pelnym zakresie temperatury otoczenia)

Parametry
Nazwa
Napiecie wejsciowe w stanie
niskim

Napiecie wejsciowe w stanie
wysokim

Ujemne napiecie wejsciowe
Napiecie progowe zbocza na-
rastajgcego

Napiecie progowe zbocza opa-
dajacego

Prad wejsciowy w stanie ni-
skim

Prad wejSciowy w stanie wy-
sokim

Napiecie wyjsciowe w stanie
niskim

Prad wyjsciowy w stanie ni-
skim

Napiecie wyjsciowe w stanie
wysokim

Prad wyjsciowy w stanie wy-
sokim

Zwarciowy prad wyjsciowy1*

niskim
Prad zasilania

w stanie )
wysokim

Wartosci typowe podane tg pray Ucc m 5V, tnmb « 25BC
Jednocze$nie moze by¢ zwarte nie wiecej niz jedno wyjscie

Sym-
bol

u,L

U,a

IiL

hu

loH

Uoh

loB

los

IcCL

Uch

Warto$¢
min  typl* max
0,8
2
15
14 2,0
0,7 11
-1,6
40
1
0,2 0,4
16
24 34
-800
~N 8 - &
40 72
28 56

Jednostk

<

mA

pA

mA

mA

pA

mA

mA

Uktad
Warunki pomiaru pomia-
rowy
Ucc = 475V |, = —12mA G
[..» = 25°C
Ucc = 4,75 V K
Ucc = 5,25 V K
Ucc=525v U, =04V C
Ucc=525V; U =24V
D
Ucc = 525V; U, =55V
Jol = 16 mA
Ucc-4,75V K
ua « 0,4V
loh ~800 |tA
Ucc = 4,75V
Uon> 24V
Ucc=525V U =0V E
U=5V
Ucc = 525v F
U =0V



2.1.1.10. Typowe zastosowania bramek

a b

Logika dodatnia:
Y=AB
S=D -® -D -y

Przerzutnik
Schmitta

Gdy bramki logiczne sg sterowane sygnatem wejscio-
wym z wolno narastajgcymi i opadajacymi zboczami,
to jest mozliwe, ze na zboczach przebiegdw wyjscio-
wych wystapig oscylacje. Tego typu oscylacje wyste-
puja, gdy sygnat wyjsciowy jest utrzymany w linio-
wym obszarze charakterystyki przejsciowej Uwr =
= {(Uwe)- Okres powstajacych oscylacji jest réwny
lub wiekszy od sumy czaséw propagacji bramki
o+h1 i /«.«)mW czasie wystepowania oscylacji bramka
zachowuje sie jak liniowy wzmacniacz o wielkim
wzmocnieniu i réznych sprzezeniach wystepujacych
w uktadzie rzeczywistym. Aby usung¢ tego typu
oscylacje nalezy zrealizowaé uktad o charakterystyce
przejsciowej z histereza. Przerzutnik Schmitta jest
znanym ukfadem z histereza charakterystyki przejscio-
wej. Wprowadzajac wiec przerzutnik Schmitta do
uktadu realizujacego funkcje negacji iloczynu zmien-
nych wejsciowych uzyskano nowy element logiczny
z histerezg charakterystyki przejsciowej. Schemat lo-
giczny jednej bramki uktadu  UCA64132N lub
UCY74132N i charakterystyke przejsciowg przed-
stawia rys. 2.33. Dzieki wewnetrznej termicznej kom-
pensacji, wartosci napie¢ progowych i histerezy sg
w szerokim zakresie temperatury otoczenia bardzo
stabilne. Warto$¢ napiecia progowego dla zbocza
narastajgcego zmienia sie mniej niz 1%, a warto$¢
napiecia histerezy zmienia sie mniej niz 3% w petnym
zakresie temperatury otoczenia.

VAUCA 64132N
lub ¥4UCY74132N

We Rf .
0-C=JLpC (i)>AW

I CF

I-NIE z przerzutnikiem Schmitta

Rys. 2.33
Bramka I-NIE z przerzutnikiem
Schmitta

a— schemat logiczny, b— charakterystyka
przejsciowa

Uktady o zwiekszonej odpornosci na zaktdcenia

Histereza charakterystyki przejsciowej zwieksza mar-
gines zaktocen statycznych bramki. Uktady z histe-
reza znajduja szerokie zastosowanie w obwodach
wejsciowych, poprawiajac odporno$é urzadzen cyfro-
wych na dziatanie zakiécen. Jezeli amplituda za-
ktocen przekracza warto$¢ 1,2 V, to na wejsciu bram-
ki nalezy zastosowac filtr dolnoprzepustowy RC lub
bardziej skuteczny filtr Czebyszewa (rys. 2.34). Jezeli
zrodto sygnatu wejsciowego ma pomijalnie matg
impedancje wyjsciowg oraz Uol = 0 V, to mozna
zastosowac filtr RC przedstawiony na rys. 2.34a.
Wartos$¢ rezystancji Rr mozna obliczy¢ z zaleznosci:

UC:IL_:,W) o,géieh/[]A] = 20n
Warto$¢ pojemnosci Cr oblicza sie z zaleznosci:
1
InRrfa

gdzie: fo jest czestotliwoscig graniczng, dla ktorej
charakterystyka czestotliwosciowa filtru wykazuje
spadek o 3 dB.

Dla zakresu czestotliwosci f >fo charakterystyka
opada z szybkoscig 6 dB na oktawe. Przy wystepo-
waniu bardzo silnych zaktocen przemystowych mozna
stosowac uktad z filtrem Czebyszewa, przedstawiony

Rys. 2.34
Zastosowanie filtru
przeciwzaktdceniowego
na wejsciu bramki
I-NIE z przerzutnikiem
Schmitta

a —filtr RC, b —filtr
Czebyszewa



na rys. 2.34b. Dla filtru skladajacego si¢ z czterech
elementow ttumienie wynosi 60 dB przy czestotliwosci
4 fa. Przyblizone wartosci elementow filtru Czeby-
szewa dlafc = 100 kHz wynosza: L, = 9 raH, L2=
= 8,2 mH, C, = 420 pF i C2= 750 pF. Diody DI
i D2 ograniczajg amplitude sygnatow wejsciowych.
Konstrukcja ekranu z kondensatorami przepustowy-
mi poprawia dodatkowo odpornos$¢ uktadu na dziata-
nie zakiocen.

Uktady ksztattowania impulséw z przebiegow
sinusoidalnych

Jednym z podstawowych obszaréw zastosowan bra-
mek I-NIE z przerzutnikiem Schmitta sg ukfady
ksztattowania impulséw z przebiegébw sinusoidal-
nych, przedstawione na rys. 2.35. Dzielnik rezysto-

Dla bramek I-NIE z przerzutnikiem Schmitta typo-
we wartosci zmiennych wystepujacych w powyzszych
rébwnaniach sg nastepujgce: UT+= 17V, Ut- =
=09V, R=4,0Kkfl, UBE=0,75 V i Ucc =5 V.
Zaktadajac warto$¢ R2 = 470 O i podstawiajac do
réwnania (1) wartosci typowe otrzymujemy R2=
= 1,824 kft. Mozna wiec przyjaé nastepujgce war-
tosci rezystancji dzielnika wyjsciowego:

Rt = 18kitiR2= 4700
Jezeli przyjmujemy konfiguracje dzielnika wejscio-
wego, dla ktérej R, = 00, to z réwnania (2) otrzymu-
U,R
z 1762 n
Ucc~ Ul —UBE

Z wystarczajacg doktadnoscia mozna przyja¢ dla
R2= 00 R2= 1,8 kii. Pojemno$¢ C powinna by¢
taka, aby jej' reaktancja w zakresie czestotliwosci

jemy: R2=

Rys. 2.35. Zastosowanie bramki I-NIE z przerzutnikiem Schmitta do ksztattowania impulséw
a — obwod wejsciowy, b — schemat ideowy, ¢ — przebiegi na wejsciu i wyjsciu uktadu

rowy Rt i R2 wraz z wewnetrznym rezystorem R

bramki (rys. 2.35a) ustala napiecie na wejsciu o war-

Ut++ Ut~

tosci Ui = ----—-—--—- , przy ktérej na wyjsciu

uzyskuje sie przebieg o wypetnieniu 1/2. Jednocze$nie
napiecie state na wejsciu wynosi

[ gcc;u i!_ .

;U_bfj v.

Po przeksztatceniu otrzymujemy réwnania:
(Uce-U )RR 2

Ucc U

1= U,-R-(Ucc-U,-U Be)Ri
)
UYeeUi | Uee—Ui—Ube
Ri

pracy byta znacznie mniejsza niz R2¢R2(R2+ R2).
Minimalna amplituda napiecia sygnatu wejsciowego
powinna wynosi¢ okoto 1V. Uktad pracuje popraw-
nie w zakresie czestotliwosci/ 8 MHz.

Generatory impulséw

Bramki I-NI1E z przerzutnikiem Schmitta moga by¢
stosowane do generowania przebiegdbw impulso-
wych. Uktad generatora impulséw przedstawia rys.
2.36. Zatozmy, ze na wyjsciu jest napiecie U0 = Uoh
i odpowiadajagce temu stanowi napiecie na wejsciu
bramki Uwe = UT~. Od tego stanu rozpoczyna sie
tadowanie pojemnosci C przez rezystor R, po 0siag-
nieciu wartosci Uwe = UT+ nastepuje przetaczenie
bramki, na wyjsciu wystgpi stan niski Uo = UQL
i kondensator C bedzie roztadowywany przez rezystor
R. Gdy napiecie na wejsciu bramki osiggnie warto$é
Uwe = Ut- nastgpi ponowne przelaczenie bramki,
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Rys. 2.36. Generator impulsow

m— schemat ideowy, b — przebiegi w charakterystycznych
punktach ukfadu
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Rys. 2.37. Generator impulséw o wypetnieniu 1/2

« — schemat ideowy, b — przebiegi w charakterystycznych
punktach

na wyjsciu wystapi znéw stan wysoki Uo = Uon
i cykl pracy rozpocznie sie od poczatku. Dla zalecanej
wartosci rezystancji R = 390 fl na wyjsciu otrzymu-
jemy przebieg o czestotliwosci repetycji impulséw
/[kHz] = 2- 10"*/C [F]. Czas trwania stanu wyso-
kiego na wyjsciu wynosi: ta [ns] = 0,15C [pF], a czas
trwania stanu niskiego na wyjsciu wynosi: /1 [ns] =
= 0,34C [pF]. Przebieg wejsciowy jest niesymetryczny
w czasie, poniewaz tadowanie pojemnosci C odbywa
sie z wiekszg szybkoscig niz jej roztadowanie. Rdzne
szybkosci fadowania i roztadowania pojemnosci C
wynikajg z réznych wartosci réznicy napiecia przy
tadowaniu Uoh- Ut. = 3,4V-0,9 V=25V oraz
przy roztadowaniu Ut+—Uol = 1,7V—0,2V= 15V.
Aby otrzyma¢ na wyjsciu przebieg symetrycznie

Rys. 2.38. Generator kluczowany

prostokatny nalezy przyspieszy¢ proces roztadowywa-
nia pojemnosci C. W ukfadzie na rys. 2.37. wprowa-
dzenie dodatkowego rezystora R, = 130 O i diody
krzemowej D powoduje przyspieszenie procesu roz-
tadowywania pojemnosci C, a w konsekwencji tego
przyspieszenia na wyjsciu wystapi przebieg o ksztat-
cie symetrycznie prostokatnym (tzn. la = »#). Na
rys. 2.38. przedstawiono schemat ideowy generatora
z kluczowaniem czestotliwosci z bramka [I-NIE
o otwartym kolektorze. Dzieki zastosowaniu sprzeze-
nia z wyjscia bramki B, na wejsciu bramki 5, za-
blokowanie generacji moze nastapi¢ dopiero po
wystapieniu stanu wysokiego na wyjsciu uktadu.
Uktad generuje w czasie wystepowania na wejsciu
kluczowania stanu niskiego (0) catkowitg liczbe im-
pulséw bez skracania czasu trwania ostatniego im-
pulsu. Generacja rozpoczyna si¢ z opéznieniem spo-
wodowanym tadowaniem pojemnosci C od poziomu
Uot do wartosci Ut+. Opdznienie startu zalezy od
wartosci iloczynu RC, dla R —390 O zaleznos¢
opOznienia od warto$ci pojemnosci przedstawia wy-
kres na rys. 2.38c.

Przerzutniki monostabilne

Wiasciwosci bramek I-NIE z przerzutnikiem Schmit-
ta sg szczeg6lnie przydatne do realizacji ukladow
monostabilnych. Na rysunku 2.39 przedstawiono
schemat ideowy i przebiegi w charakterystycznych
punktach przerzutnika monostabilnego zbudowanego
z dwdch bramek I-NIE. Przylozenie do wejscia
impulsu ujemnego w granicach pozioméw logicznych
powoduje zmiane stanu z niskiego na wysoki w punk-
cie A oraz zmiane stanu z wysokiego na niski na
wyjsciu uktadu. Sprzezenie zwrotne z wyjscia prze-
rzutnika na drugie wejscie bramki B, podtrzymuje

a — schemat ideowy, b — przebiegi na wejsciu kluczowania i wyjsciu generatora, ¢ — charakterystyka zaleznosci op6znienia startu

od pojemnosci C



Rys. 2.39
Przerzutnik monostabilny

a — schemat ideowy,

b — przebiegi

w charakterystycznych punktach
uktadu

Rys. 2.40 )
Przerzutnik monostabilny
a — wejsciowy stopien
rozniczkujacy, b — schemat
ideowy, ¢ — przebiegi

w charakterystycznych punktach
uktadu

stan tej bramki wywotany ujemnym impulsem wyzwa-
lajgcym. W ten sposdb po rozpoczeciu generacji
uktad jest niezalezny od dalszych zmian sygnatu wy-
zwalajacego. Pojemno$é C bedzie tadowana do na-
piecia, przy ktorym na wejsciu B2 wystapi wartosc¢
napiecia progowego dla zbocza opadajacego Ut-~,
powodujac przetgczenie tej bramki i odblokowanie
bramki Bl dla wejsciowego sygnatu wyzwalajacego.
Czas trwania impulsu wyjsciowego jest okreslony
przez wartosci elementdw RC. Dla rezystancji R =
= 390 O czas trwania impulsu wyjsciowego okresla
zaleznos¢:

r,[ns] = 0,7+ C [pF]

Poniewaz bramki I-NIE z przerzutnikiem Schmitta
charakteryzujg sie bardzo dobrg statoScig napie¢
progowych w funkcji zmian temperatury otoczenia,
wiec zastosowanie jako bramki B2 tego typu bramki
poprawia stato$¢ czasu trwania impulsu wyjsciowego
przy zmianach temperatury otoczenia. Jezeli jako
bramki Bl réwniez zostanie zastosowana bramka
I-NIE z przerzutnikiem Schmitta, to uktad moze by¢
wyzwalany impulsem o zboczach wolnozmiennych.
Na rysunku 2.40 przedstawiono schemat ideowy
i przebiegi w charakterystycznych punktach przerzut-
nika monostabilnego wyzwalanego impulsem o czasie
trwania krétszym od generalnego impulsu. Nalezy
zwréci¢ uwage na to, ze uktad wraca do stanu réwno-

We"“ [£m UIH
Unh

wagi stabilnej po osiggnieciu na drugim wejsciu
bramki Bl (punkt B) napiecia Ut = (JT+. Wartos¢
napiecia progowego dla zbocza narastajgcego UT+
ulega zmianom zaledwie o 1% przy zmianach tempe-
ratury otoczenia w zakresie —40°C-s-85°C. Bardzo
dobra stato$¢ napiecia progowego dla zbocza na-
rastajgcego przyczynia sie do dobrej statosci czasu
trwania impulsu wyjsciowego. Jezeli impuls wyzwala-
jacy trwa dtuzej niz impuls generowany, to nalezy
zastosowac wejsciowy stopiert rozniczkujacy jak na
rys. 2.40a. Czas trwania impulsu wyjsciowego okres-

faja wartosci elementéw RC, gdzie R = ————
Bt+Ri

Dla rezystancij R, = R2 = 10 kfl czas trwania im-
pulsu wyjsciowego mozna w przyblizeniu okresli¢
z zaleznosci

r,[ns] = 2,2-C [pF]

Uktady wyzwalajgce

Uktady wytwarzajace krotki impuls zwigzany czasowo
ze zboczem sygnatu wejsciowego sg okreslone jako
uktady wyzwalajace.

Na rysunku 2.41 przedstawiono uktad wytwarzajacy
ujemny impuls zwigzany czasowo z narastajgcym
zboczem przebiegu wejsciowego. W ukfadzie tym
w wyniku zmiany stanu z niskiego na wysoki na



wejsciu wystapi przez krotki czas stan wysoki na
obu wejsciach bramki B2 powodujac wytworzenie na
wyjsciu krétkiego ujemnego impulsu. Czas trwania
impulsu wyjsciowego jest okre$lony op6znieniem
propagacji sygnatu od wejscia do punktu A. Na cal-
kowitg warto$¢ tego opo6znienia sktada sie opéznienie
wnoszone przez bramke Bl i ukfad catkujacy RC.
Czas trwania impulsu wyjsciowego mozna w przybli-
zeniu okresli¢ z zaleznosci tw= 15 RC+B, gdzie
B = 30 ns przy zastosowaniu bramek serii standardo-
wej i rezystora R = 200fl. Wielko$¢ B wystepujaca
w wyrazeniu, okres$lajacym czas trwania impulsu
wyjsciowego, reprezentuje opOznienie sygnatu od
wejscia do punktu A, wprowadzone przez bramke Bl
oraz uktad catkujagcy R i pojemno$¢ montazowa.
Jezeli w uktadzie nie zostanie dotagczona pojemnosc C,
to przy rezystorze R = 200 fl uktad bedzie wytwarzat
impuls o czasie trwania t*mi« = 30 ns. W pewnych

Rys. 2.41 )

Uktad wytwarzajacy
ujemny impuls

w odpowiedzi na dodatnie
zbocze przebiegu
wejsciowego

a — schemat ideowy,

b — przebiegi

w charakterystycznych punktach
uktadu

Rys. 2.42 )

Uktad wytwarzajacy
ujemny impuls ]

w odpowiedzi na ujemne
zbocze przebiegu
wejsciowego

a — schemat ideowy,

b — przebiegi

w charakterystycznych punktach
uktadu
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zastosowaniach wadg przedstawionego uktadu jest
znaczny czas powrotu f*, okreslony jako minimalny
odstep czasu miedzy konicem jednego a poczatkiem
nastepnego impulsu wejsciowego, dla ktorego jeszcze
nie wystepuje zmniejszenie czasu trwania impulsu
wyjsciowego tw. Wade te mozna w znacznym stopniu
ograniczy¢ stosujac diode D wigczong rownolegle do
rezystora R. Uzycie diody ma na celu przyspieszenie
ustalania stanu wysokiego na wejsciu bramki, do ktd-
rego dotgczona jest pojemnos¢ C.

Na rysunku 2.42 przedstawiono uktad wytwarzajacy
krotki ujemny impuls zwigzany czasowo z opada-
jacym zboczem impulsu wejsciowego. Stan wysoki
jest stanem poczatkowym na wejsciu uktadu, po
wystgpieniu opadajagcego zbocza przebiegu wejscio-
wego, stan wysoki wystapi i zostanie przez krotki czas
podtrzymany na obu wejsciach bramki B2 powodujac
wystgpienie ujemnego impulsu na wyjsciu. Poréwnu-
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Wwy2 lii g s, zbocza przebiegu
Wy3 n n wejsciowego
UOL  a—schemat ideowy,

b — przebiegi na wejsciu
i wyjsciu uktadu
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Rys. 2.44. Uktad zwiekszajacy czas trwania impulséw
a — uktad obcigzenia bramki I-NIE z otwartym obwodem kolektora, b — schemat ideowy, ¢ — przebiegi

w charakterystycznych punktach

jac oba opisane uktady nalezy zwrdci¢ uwage, ze
op6znienie wnoszone przez bramke Bl w ukfadzie
na rys. 2.41 dodaje sie do opdznienia obwodu catku-
jacego RC, a w ukiadzie na rys. 2.42 ulega odejmo-
waniu. Jezeli zastosujemy oba opisane uktady jedno-
cze$nie, w potaczeniujak na rys. 2.43, to otrzymamy
uktad wytwarzajacy kroétkie impulsy zwigzane cza-
SOwWo z narastajacymi i opadajacymi zboczami prze-
biegu wejsciowego. Uktad tego typu moze by¢ za-
stosowany jako powielacz czestotliwosci repetycji
impulsow.

Uktad zwiekszajacy czas trwania impulsow

Na rysunku 2.44 jest przedstawiony ukfad zwieksza-
jacy czas trwania impulséw dodatnich. Bramka Bl
z otwartym obwodem kolektora pracuje jako in-
werter. Rezystorem zamykajagcym obwod kolektora
do UG jest wewnetrzny rezystor bramki B2 wigczony
w obwodzie bazy wieloemiterowego tranzystora
wejsciowego (rys. 2.41a). Typowa wartos¢ tej re-
zystancji wynosi 4 kil. W czasie trwania dodatniego
impulsu pojemnos¢ C zostaje szybko roztadowana
przez bedacy w stanie przewodzenia z nasyceniem
tranzystor wyjsciowy bramki B z otwartym obwodem
kolektora. Na wyjsciu uktadu wystapi stan wysoki (1).

Po zakonczeniu czasu trwania dodatniego impulsu
wejsciowego, bramka Bl zostaje wigczona, natomiast
stan bramki B2 nie ulega zmianie. Pojemno$¢ C
bedzie tadowana przez wewnetrzny obwéd bramki B2,
ztozony z szeregowo polaczonych: ztgcza emiter —
baza tranzystora wejsciowego i rezystora R. Gdy na-
piecie na kondensatorze C wzros$nie do wartosci na-
piecia progowego Ut+ wtedy dopiero nastapi prze-
taczenie bramki B2. Czas trwania impulséw wyjscio-
wych bedzie dtuzszy od czasu trwania impulséw wejs-
ciowych o czas, w ktorym napiecie na pojemnosci C
wzrasta od Uol do Ut+. Zasade pracy opisanego
uktadu ilustruje rys. 2.44.

Uktad wytwarzajacy impuls przy wigczeniu
napiecia zasilania

W wielu urzadzeniach wymagane jest, aby po wiacze-
niu napiecia zasilania uktad samoczynnie zostat usta-
wiony w stanie wyjsciowym (np. zerowym). Mozliwos¢
sterowania bramek I-NIE z przerzutnikiem Schmitta
przebiegami wolnozmiennymi jest wykorzystana do
wytworzenia impulsu po zatgczeniu napiecia zasilania.
Na rysunku 2.45 przedstawiono bardzo prosty uktad
wytwarzajacy dodatni impuls po kazdorazowym
wigczeniu napiecia zasilania.

Vi UCA 64132N
lub '/4UCY74132N
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Rys. 2.45
Uktad wytwarzajacy impuls przy
zakaczeniu napiecia zasilania

m—schemat ideowy, b — przebiegi
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2.1.1.11. Uktady pomiarowe bramek I-NIE

Pomiary parametrow statycznych

475V
4.75V

Uk#ad pomiarowy A. Pomiafe U-. Pomiary wykonuje sie dla Uj - 0,8 V na kazdym
wejsciu oddzielnie.

Ukdad pomiarowy B« Pomiar U

«V 525 5,5/

Kazde wejs$cie Jest mierzone oddz

Kazde wejécie jest mierzone oddzi

Uk#ad pomiarowy C. Pomiar IIL Pomiar IjH przeprowadza sie przy:
a) U - Z,kV, b) U - 55V

Uk#ad pomiarowy 0. Pomiar IjH

5,5V

Wszystkie branki sa mierzone jednoczesnie.

Uktad pomiarowy E. Pomiar 10: Przy pomiarze IECL przytozy¢ na wejscia Uj

Przy pomiarze

-5V,
ICCH przytozy¢ na wejscia Uj - 0 V.

Ukdad pomiarowy P. Pomiar-lge

475V
4.7V
-12mj
Kazde wejscie jest mierzone oddzielnie. Pomiary wykonuje sla dla Uj - 0,8 V na kazdym
Uk#ad pomiarowy G. Pomiar Uj

wejsciu oddzielnie.

Ukdad pomiarowy H. Pomiar



Pomiary parametréw dynamicznych

Pomiary parametréw dynamicznych bramek I - NIE z wyjs$ciem
przed wsobnym

Uk#ad pomiarowy I

Przebieg
wejsciowy

Przebieg

wyjsciowy

Przebiegi okreslajace pomiary parametréw dynamicznych
Uwag i:

Uv 5V

Pomiary parametréw dynamicznych bramek 1 - NIE z otwartym
obwodem kolektora tranzystora wyjsciowego

Uktad pomiarowy ]

4,5V
Generator A

1. Parametry impulséw wejs$ciowych: amplituda 3,5 V, poziom podstawy

0V, czas trwania t~ - 500 ns, czas narastania tf - 10 ns,

czas opadania tf - 5 ns, czestotliwo$¢ 1 MHz.
2. Impedancja wyjs$ciowa generatora impulséw Zq - 5082.

3. Wartosé uwzglednia pojemno$¢ sondy i pojemno$¢ montazu.

Kazda bramka jest mierzona oddzielnie.

Pomiary parametréw dynamicznych bramek 1 - NIE
z przerzutnikiem Schmitta

Uktad pomiarowy L

Pomiary U, U_  bramek i

z przerzutnikiem Schmitta

Uk#ad pomiarowy K

PRZEBIEGI OKRESLAJACE PARAMETRY DYNAMICZNE
Uwagi: 1. Parametry impulséw wejsSciowych: amplituda 3V,
czas trwania t* * 500 ns,czestotliwo$¢ 1 MHz,

czas narastania tr - 10 ns, czas opadania m 5 ns.
2. Impedancja wyjsciowa generatora ZQ - 50A.
. Warto$¢ CL uwzglednia pojemno$¢ sondy ipojemno$¢ montazu
*4. Kazda bramka jest mierzona oddzielnie.
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